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Schneller
SILIZIUM - NPN - FLANAR - EPITAXIAL -
SCHALTTRANSISTOR

Méchanische Dateng
Gehluse: Kunststeff,

~ JEDEC TO-92
MaBangaben in mm.
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E L.- ficht kontrolierter Berech

VT

Kursdsten:
Eollektor=Sperrspannung I:I"::B o = max. 40 vV
Eollektor-Emitter-Sperrspannung UGI p = max. 16 v
Eollektorstrom; 10 ps = Impulse [G N " max. B00 mA
Gesamtverlustleistung bei B S 28% Po,¢ = max. B00 =W
Sperrschichttemperatur "_] = max. 180 °cC
Gleichstromverstirkung

bei “c‘ = 1V, IC = 10 mA B - 40...120
Transit-Frequenz

bed UCI = 10 V¥, I:c = 10 mi f' 2 50O MHz

£
Schaltzeiten bei IEI = 10 mA t.“‘ E 12 ns
t‘“ = 18 ns
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Absolute Grenzwerte: (glltig bis L m]

Eollektor-Sperrspannung bei I‘ = D;

Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei U“ = O
bei I. = 03

Emitter-Sperrspannung bei I, = O

[H
Eollektorstrom, 10 ps = Impulse:

Gesamtverlustleistung bei "IJ 3 25°¢s
Sperrschichttemperatur:
Lagerungstemperaturs

Wirmewiderstand:

gwischen Sperrschicht und Umgebung:
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Datasheet

EAX. 40 W
max, 40 V
WAX. 15 ¥V
max, 4,5 V
max. G500 mi
max. 500 =W
max. 150 °C
min, =68 °¢
max. 150 °¢
0,28 K/aW
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Eennwertes bei '.'J - Eﬂnl:.. sofern nicht anders angegeben

Eollektor-Reststrom

bei Il = 0 Uﬂﬂ = 20 Vi . Iﬁl 0 f 400 nd

bei 1, = 0, Uy, = 20 V, &, = 125 Cu Log o = a0 pA
Emitter-Reststrom ¢

bei I,|= = 0, “u =2V lll o = 100 nA
KEollektor=-Emitter-Restapannung <

bed Ic = 10 mA, IB = 0,3 mhs Ubl anh : 0,3 v

bed Ie = 10 mA, IB = 1,0 mAs Ubl sab ; 0,25 v

bei Ic = 100 mi, Il = 10 mAs Ut' sat 0,6 ¥
Basisspannung

bei I, = 10 mA, Ig= 1,0 mAs ‘ﬂn aat E 0,;7...0,85 V

bei I, = 100 mA, In = 10 mAs “n: sat 1,6 v
Gleichstromverstirkung

bei UCI =1V, 1c = 10 mAi B - 40...120

bei UGI =1V, IC = 10 mA, Iu - -55%C B E 20

bei UCE = 2V, ll: = 100 mA: B - 20
Transit=Frequensz 3

bei “n: = 10 V, lﬂ = 10 mA, tH = 100 MHz: ’T - 500 MHz
Eollektorkapazitit

bei Ucnuﬂ'lr, Il-ﬂ- f =1 MHz; Cn 5 4,0 pF
Emitterkapazitit

bei Ugy = 1V, Ip = 0, £ = 1 Miz: c, s 4,5 ¥
Speicherzeit .

bei ch = IEI = -IB‘I = 10 mA: l‘.- - 6 (= 13) ns
Einschal tzeit {tilll. = i;-‘,1 + tr} .

bei I = 10 mA

and IBI = 3 mi von —U“ = 1,5 Vi tl-in i 12 ns

bei I.. = 100 mA

wnd I = 40 mA von ~Up, = 2,26 Vi tyy o 7 a8
Ausschal tzeit {t‘uu -t o+ t,)

bei ch = 10 mA

und I“ = 3 mid, -I“ = 1,5 mAs t.“ S 18 ns

bei Iﬂl = 100 mA

und Iy = 40 mA, Iy, = 20 mAs Yo o 21 ns

MeBachal tungen fiir Schaltzeiten

siehe nichate Seite
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MeBschal tung filr Speicherzeit t-
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